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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)

【公開番号】特開2010-53402(P2010-53402A)
【公開日】平成22年3月11日(2010.3.11)
【年通号数】公開・登録公報2010-010
【出願番号】特願2008-219784(P2008-219784)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/14     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/24     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｋ
   Ｃ２３Ｃ  14/14    　　　Ｇ
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｄ
   Ｃ２３Ｃ  14/06    　　　Ｎ
   Ｃ２３Ｃ  14/24    　　　Ｋ
   Ｃ２３Ｃ  14/24    　　　Ｊ
   Ｃ２３Ｃ  14/50    　　　Ｅ
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月25日(2011.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセス室と、
　前記プロセス室に配置されたスパッタリングターゲットと、
　前記スパッタリングターゲットに電力を印加する電源と、
　前記プロセス室に配置された蒸着源と、
　前記プロセス室内を真空排気する真空排気機構と、
　前記プロセス室内にガスを導入するガス導入機構と、
　前記プロセス室内に配置され、基板を保持する基板保持機構と、
　前記基板保持機構に保持された前記基板を加熱する加熱機構と、
を具備する成膜装置を用いた酸化物薄膜成膜用基板の製造方法であって、
　前記基板保持機構によって基板を保持し、前記スパッタリングターゲットに電力を印加
して放電させることにより前記基板上に３００℃以下の温度で第１の金属膜を成膜した後
に、前記スパッタリングターゲットに電力を印加して放電させることにより前記第１の金
属膜上に５００℃～１０００℃の温度で第２の金属膜を成膜し、前記蒸着源を用いた蒸着
法により前記第２の金属膜上に第３の金属膜を成膜することを特徴とする酸化物薄膜成膜
用基板の製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記スパッタリングターゲットは対向する一対のターゲットであり
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、前記一対のターゲットに電力を印加することで前記一対のターゲット間で放電させるこ
とを特徴とする酸化物薄膜成膜用基板の製造方法。
【請求項３】
　基板上に３００℃以下の温度でスパッタリング法により第１の金属膜を成膜する工程と
、
　前記第１の金属膜上に５００℃～１０００℃の温度でスパッタリング法により第２の金
属膜を成膜する工程と、
　前記第２の金属膜上に３００℃以下の温度で蒸着法により第３の金属膜を成膜する工程
と、
を具備することを特徴とする酸化物薄膜成膜用基板の製造方法。
【請求項４】
　請求項３において、前記第１の金属膜を成膜する工程と前記第２の金属膜を成膜する工
程との間に、前記第１の金属膜を５００℃～１０００℃の温度で焼成する工程をさらに具
備することを特徴とする酸化物薄膜成膜用基板の製造方法。
【請求項５】
　請求項３又は４において、スパッタリング法は対向する一対のターゲットを用いたスパ
ッタリングであることを特徴とする酸化物薄膜成膜用基板の製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項において、前記第１乃至第３の金属膜それぞれは、Ｐｔ
、Ｉｒ及びＲｕのいずれかからなることを特徴とする酸化物薄膜成膜用基板の製造方法。
【請求項７】
　プロセス室と、
　前記プロセス室の側方に配置されたスパッタリングターゲットと、
　前記スパッタリングターゲットに電力を印加する電源と、
　前記プロセス室の下方に配置された蒸着源と、
　前記プロセス室内を真空排気する真空排気機構と、
　前記プロセス室内にガスを導入するガス導入機構と、
　前記プロセス室内に配置され、基板を保持する基板保持機構と、
　前記基板保持機構を振り子移動させることにより、前記基板保持機構に保持された前記
基板が前記スパッタリングターゲットに対向する位置と、前記基板が前記蒸着源に対向す
る位置との間において前記基板を移動させる移動機構と、
　前記基板保持機構に保持された前記基板を加熱する加熱機構と、
を具備することを特徴とする成膜装置。
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